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β 酸化ガリウム(β-Ga2O3)はその優れた物性から高耐圧・低損失の次世代パワーデバイス用材料

として期待されており、すでに多くの良好なデバイス動作の報告が数多くなされている。これま

で我々が報告してきたハライド気相成長(HVPE)法を用いた β-Ga2O3のエピタキシャル成長では、

精密なキャリア密度制御された高品質結晶を高い成長速度にて達成している。しかしながら、大

きな成長反応のギブズ自由エネルギー変化に起因した原料分子の気相反応による粉体生成が、表

面形態の悪化を生じさせることが課題となっている 1)。一方、原料分子に GaCl3を用いたトリハラ

イド気相成長(THVPE)法による β-Ga2O3成長は、HVPE 法に比べやや小さな反応のギブズエネルギ

ー変化となることから、上記課題の解決のみならず精密な膜厚制御性も期待される 2,3)。本研究で

は THVPE 法を用いた β-Ga2O3のホモエピタキシャル成長における原料供給比(VI/III 比)の影響に

ついて調査し、均一な β-Ga2O3 エピタキシャル成長を行うことを目指し条件検討を行ったので報

告する。III族原料に GaCl3、VI族原料に O2を用いて β-Ga2O3の成長を行った。 

原料部において金属 Gaと Cl2との二段階反応により GaCl3を選択的に生成し、成長部において

O2と反応させた。成長温度は 1000 ℃に固定し、VI/III比を 40~400 と変化させ、THVPE 法により

(001)面 β-Ga2O3基板上へのホモエピタキシャル成長を行った。キャリアガスには窒素を用いた。 

 Fig. 1 に(001)面 β-Ga2O3 基板上に成長させた β-Ga2O3 の VI/III 比と成長速度の関係を示した。

VI/III≦100では熱力学解析の予測と一致して成長速度が線形的に増加し、VI/III=100 において 5.6 

µm/h の成長速度を得た。一方、VI/III比≧200においては

原料分子の気相反応に起因して成長速度が低下し、表面

形態も悪化することがわかった。また、β-Ga2O3の(002)対

称面反射および(400)非対称面反射における XRC 回折半

値幅の値は、いずれのⅥ/Ⅲ比においても使用した初期基

板と同等の数値であり、新たな欠陥の生成なくホモエピ

タキシャル成長が可能であることが示された。 
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Fig.1 Dependence of growth rate of β-Ga2O3 on the 

ratio of input partial pressure (Ⅵ/Ⅲ ratio) 
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